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Introdugao

O processo sol —gel tem sido muito utilizado
na preparagdao de novos materiais hibridos com
dimensdes nanométricas (matriz  inorganica-
catalisador). A principal vantagem deste método é a
obtencdo em geral de compostos puros e
homogéneos. Uma importante caracteristica de
materiais derivados do processo sol-gel é a elevada
porosidade obtida apds a secagem (30% - 70%)". A
obtencdo de matrizes inorganicas através do
processo sol-gel € um caminho bastante promissor
para se chegar a suportes de grande pureza e
homogeneidade adequados a imobilizagdo de
complexos com propriedades 6pticas, incluindo
metaloporfirinas?. Neste trabalho estudamos a
sintese de filmes finos de Al,O; através do processo
sol-gel. Os filmes foram depositados sobre
substratos de vidro (lamina de microscopio)
utilizando a técnica de spin-coating e depois
caracterizados.

Resultados e Discussao

Os filmes foram obtidos através do método
de Pechini via processo sol-gel, submetidos a
agitagdo constante em 80 °C. A resina resultante foi
depositada sobre os substratos (laminas de
microscopio) e os filmes obtidos foram submetidos
a um tratamento térmico em 500°C durante 2 (duas)
horas. Foram depositados filmes com diferentes
numeros de camadas - 3, 6 e 9 camadas.

Os materiais obtidos neste trabalho foram
caracterizados por Microscopia Eletrénica de
Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia
Dispersiva de Raios-X (EDS).
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Figura 1. Grafico de EDS que identifica os elementos
presentes nos filmes.
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A figura 1 apresenta um grafico de EDS,
representativo em relagdo as amostras medidas.
Observa-se a presenga de atomos de O, Na, Mg,
Si, Nb e Ca provenientes da lamina de microscépio,
e Al proveniente do filme formado. Portanto
comprovou-se a formagdao de um filme contendo
atomos de aluminio, provavelmente na forma de
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um oxido (Al,Os).
Figura 2. Imagem de MEV do filme de Al;Os.

A figura 2 apresenta uma imagem de MEV
representativa de todas as amostras. As imagens
obtidas mostram que os filmes de Al,O; apresentam
dimensdes nanométricas em torno de 200 nm, e
estrutura de poros que possuem didmetros em torno
de 25 nm.

Apesar das diferentes camadas depositadas,
ndo foram observadas diferengas significativas na
espessura e na composi¢ao quimica dos diferentes
filmes.

Conclusoes

Os filmes formados a base de 6xido de aluminio
apresentam a composi¢cdo quimica desejada e
espessuras nanométricas. A formagdo dos poros
permite a imobilizacdo de complexos com
propriedades Oopticas como, por exemplo, as
porfirinas.
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